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1. Določite tip polprevodnika za kos kristalnega Si, ki vsebuje homogeno porazdeljene donorske 

primesi v koncentraciji 210
17

 cm
-3

. Izračunajte energijsko razliko (v eV) med intrinzičnim in 

dejanskim Fermijevim nivojem in skicirajte energijske nivoje v polprevodniku.   

(temperatura 300 K, intrinsična koncentracija vrzeli 1.110
10

 cm
-3

, mobilnost prostih elektronov 

1300 cm
2
(Vs)

-1
, mobilnost vrzeli 450 cm

2
(Vs)

-1
). 

 

 

2. Za polprevodniško pn diodo pri temperaturi 320 K s priključeno enosmerno prevodno napetostjo 

0.70 V določite diferencialno upornost diode (parametri diode: IS = 2 nA, n = 1.5). Pri kateri 

enosmerni napetosti se diferencialna upornost diode potroji (3×)? 

 

 

3. Za dano vezje s silicijevo diodo pri temperaturi 320 K narišite inkrementalni nadomestni model 

za vzbujanje s signali majhnih amplitud (ug) in določite nadomestne elemente ter izračunajte 

njihove vrednosti. Izračunajte diferencialno admitanco diode pri dani frekvenci.   

Podatki:  

UDD = 1 V, ug = 1 mV  cos (210 MHzt)   

IS = 2 nA  

ND (v n-plasti) = 210
17

 cm
-3

   

NA (v p-plasti) = 210
14

 cm
-3

   

p = 1 s   

n = 2.0 s   

A = 1 mm
2
 

 

 

 

 

4. Iz odsekoma linearne karakteristike prebojne diode določite vrednosti elementov nadomestnega 

modela prebojne diode za področje stabilizacije. S pomočjo modela in narisanega vezja določite 

vhodno napetost Uvh danega stabilizatorja, da bo čez prebojno diodo tekel tok IZ = 10 mA. Za koliko se 

spremeni izhodna napetost stabilizatorja Uizh, če se vhodna napetost poveča za 1 V? (R = 80 ) 
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